SD 451...SD 460 &
Komplementdre 10 A-npn- und pnp-Epibasis-
Darlington-Transistoren. |

Sie sind robust gegeniiber dem 2. Durchbruch, so
daB die maximal zuldssige Verlustleistung im SOAR-
Diagramm erst bei relativ hohen Kollektor-Ermitter-
Spannungen reduziert werden muB.

Weiterhin besitzen die Bauelemente groBe Gleich-
stromverstdrkungswerte (hzie). Diese Bauelemente
sind fir den Einsatz als Leistungsschalt-, Regel- und
Verstdrkertransistoren im NF-Bereich vorgesehen.

Bauform 8
Grenzwerte
Kollektor-Emitter-Durch- Uceo| 45/60/80/100/120 V
bruchspannung
Kollektor-Basis-Durch- Uceo| 45/60/80/100/120 V
bruchspannung .
Emitter-Basis-Durch- Ueso| 5 V
bruchspannung
Kollektordauerstrom Ic| 10 A
Kollektorspitzenstrom i | 15 A
Basisstrom 8] 250 mA
Basisspitzenstrom '“BI 3000 mA
Gesamtverlustleistung Ptot 0 W
ta S 25°C
Sperrschichttemperatur Ut 150 °C
Kennwerte

min. max.
Kollektor-Basis-Reststrom  |lcgo) 0,2 mA
!UCB! = IUCBOmaxI
Kollektor-Emitter-Satti- UCEsat| 0,2V
gungsspannung
lc = 3 A; [ls = 12 mA
Gleichstromverstdrkung ha21e 1 000

lcl=3A; |l |=3V



